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【はじめに】これまでの 2 次元デバイスは微細化限界を迎えつつあるため、新たな構造を導入す

る必要がある。そのため、3 次元化することによって微細化限界の打破や省電力化が研究されて

いる。一方、微細 3次元デバイスに用いるショットキーバリア S/Dは、積層シリサイド（NiSi2）

を用いることによって界面反応を制御し、平坦な界面と低い寄生抵抗とを実現し、また低温形成

が実現可能となる[1]。今回、この積層シリサイドによってショットキーダイオードを作製し、電

気特性を計測することにより、Niシリサイドショットキーダイオードの有用性を検討した。 

【実験方法】洗浄した SiO2を積んだ n-Si(100)基板を用い、その上にダイオードをパターニングし、

SiO2をエッチングする。SPM と HF処理をし、Ni と Si の原子数比が 1:2 となるように Ni（膜厚

0.5 nm）と Si（膜厚 1.9 nm）（この Ni/Siの組を 1層とする）の層をスパッタによって計 8層堆積

して、Ni/Siの積層構造を作製した。基板裏面に Al電極を付け、電気特性を計測した。 

【実験結果】Fig.1に積層シリサイドショットキーダイオードの J-V特性を示す。積層シリサイド

を用いることで、平坦な界面が実現し、逆方向電流を低くすることができる。さらに、TiN キャ

ッピングを施すことによって、逆方向電流の低下や nファクターが安定することがわかった(Fig.2)。 

【参考文献】[1]田村 他, SDM研究会, 信学技報, vol.112, no.92, SDM2012-59, pp.87-92, 2012年 6月. 
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Fig.1 The Schottky diode J-V characteristics     

of stacked silicide. 
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Fig.2 Bn and n-factor of stacked silicide with  

or without TiN capping on annealing temperature. 
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